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【57】申請專利範圍
1.　一種用於檢測由一微影程序(lithographic process)製造之一基板之檢測設備，其包含一照
明系統及一偵測系統，其中該照明系統包括一源配置(source arrangement)，該源配置用於
在一輻射產生空間(radiation generation space)中之一第一源部位處產生第一輻射且用於同
時地在該同一輻射產生空間中之一第二源部位處產生第二輻射，該第一輻射及該第二輻

射包括小於 100奈米之波長，其中該照明系統之一光學系統經配置以聚焦來自該第一源
部位及該第二源部位兩者之輻射，以便運用該第一輻射之一光點(spot)來照明一第一目標
部位，而同時地運用該第二輻射之一光點來照明一第二目標部位，且其中該偵測系統經

配置以在一或多個第一偵測部位處偵測已由該第一目標部位處之一第一目標結構在一第

一方向上繞射的該第一輻射之部分，且同時地在一或多個第二偵測部位處偵測已由定位

於該第二目標部位處之一第二目標結構之特徵在一第二方向上繞射的該第二輻射之部分。

2.　如請求項 1之檢測設備，其進一步包含一處理配置，該處理配置用於基於在該等第一經
偵測部位處偵測的該第一輻射之該等部分而計算該第一目標之一第一不對稱性相關屬

性，且用於基於在該等第二偵測部位處偵測的該第二之該等部分而計算該第二目標之一

第二不對稱性相關屬性。
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3.　如請求項 2之檢測設備，其中該處理配置經進一步配置以基於一或多個第一目標之該第
一不對稱性相關屬性而計算一微影程序之一第一效能參數，且基於一或多個第二目標之

該第二不對稱性相關屬性而計算該微影程序之一第二效能參數。

4.　如請求項 3之檢測設備，其中該第一效能參數表示在該第一方向上之疊對效能，且該第
二效能參數表示在該第二方向上之疊對效能。

5.　如請求項 1至 4中任一項之檢測設備，其中該偵測系統包括用於在該等第一偵測部位中
之不同第一偵測部位處偵測輻射之第一複數個輻射敏感偵測器元件，且具有用於在該等

第二偵測部位中之不同第二偵測部位處偵測輻射之第二複數個輻射敏感偵測器元件，且

其中，視情況，該第一複數個偵測器元件中之至少一些及該第二複數個偵測器元件中之

一些提供於一共同多元件偵測器上之不同部位處。

6.　如請求項 1至 4中任一項之檢測設備，其中該照明系統可操作以運用輻射以垂直於含有
該第一目標及該第二目標之一目標平面之一角度來照明該第一目標及該第二目標，該等

第一偵測部位及該等第二偵測部位圍繞垂直於該目標平面之一軸線對稱地配置。

7.　如請求項 1至 4中任一項之檢測設備，其中該照明系統可操作以運用輻射以相對於含有
該第一目標及該第二目標之一目標平面之一非正入射角來照明該第一目標及該第二目

標，該等第一偵測部位及該等第二偵測部位圍繞由該入射角及該目標平面界定之一反射

軸線不對稱地配置。

8.　如請求項 1至 4中任一項之檢測設備，其中該源配置可操作以在該第一源部位處聚焦第
一雷射輻射且在該第二源部位處聚焦第二雷射輻射，以用於致使分別在不同於該第一雷

射輻射及該第二雷射輻射之波長的波長下產生該第一輻射及該第二輻射。

9.　如請求項 8之檢測設備，其中該源配置進一步可操作以將一氣態介質遞送至該輻射產生
空間，使得該第一輻射及該第二輻射係藉由高階諧波產生自其各別第一雷射輻射及第二

雷射輻射被產生。

10.   如請求項 8之檢測設備，其中該源配置進一步可操作以將一電子束遞送至該輻射產生空
間，使得該第一輻射及該第二輻射係藉由逆 Compton散射自其各別第一雷射輻射及第二
雷射輻射被產生。

11.   一種檢測已藉由一微影程序而形成於一基板上之結構之方法，該方法包含：運用第一輻
射來照明一第一目標且同時地運用第二輻射來照明一第二目標，該第一輻射及該第二輻

射包括小於 100奈米之波長；在一或多個第一偵測部位處偵測已由該第一目標之特徵在
一第一方向上繞射的該第一輻射之部分；及在一或多個第二偵測部位處偵測已由該第二

目標之特徵在一第二方向上繞射的該第二輻射之部分。

12.   如請求項 11之方法，其中該第一目標係運用底部填充該第一目標之一第一輻射光點被照
明，且同時地，該第二目標係運用底部填充該第二目標之一第二輻射光點被照明。

13.   如請求項 12之方法，其中該第一輻射係在一輻射產生空間中之一第一源部位處被產生，
且同時地，該第二輻射係在該同一輻射產生空間中之一第二源部位處被產生，其中一共

同光學系統用以聚焦來自該第一源部位及該第二源部位兩者之輻射，以便產生該第一輻

射光點及該第二輻射光點。

14.   一種製造半導體裝置之方法，該方法包括一微影程序步驟，其中，在執行該微影程序步
驟之前或之後，藉由一如請求項 11至 13中任一項之方法來獲得一基板上之第一目標及
第二目標之量測，且其中該等經獲得量測用以調整該微影程序步驟之參數以用於處理該

基板及/或另外基板。
15.   一種電腦程式產品，其包含機器可讀指令，該等機器可讀指令用於致使一處理器實施一

如請求項 2至 4中任一項之檢測設備之該處理配置。
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圖式簡單說明

現在將參考隨附圖式而僅作為實例來描述實施例，圖式中：圖 1描繪微影設備連同其他
設備，該等其他設備形成用於半導體裝置之生產設施且包括混合式度量衡設備，該混合式度

量衡設備包括根據本發明之一實施例之檢測設備；圖 2展示(a)圖 1所展示之生產設施中之實
例混合式度量衡設備中之度量衡設備及資料流程的示意性一般配置，及(b)掠入射輻射及正入
射輻射與實例設備中之疊對目標結構的相互作用；圖 3較詳細地展示圖 2之實例混合式度量
衡設備之組件的配置，該混合式度量衡設備包括可應用本發明之檢測設備之第一實施例；圖

4展示可應用本發明之檢測設備之第二實施例的部分細節；圖 5展示在不使用本發明之情況
下的圖 3及圖 4之檢測設備中之(a)複合光柵目標以及(b)及(c)經偵測繞射信號；圖 6展示在應
用本發明時的圖 3及圖 4之檢測設備中之(a)複合光柵目標及(b)經偵測繞射信號；圖 7較詳細
地展示由圖 3或圖 4之檢測設備對兩個目標之同時照明；圖 8較詳細地繪示用於在圖 3或圖
4之檢測設備中產生輻射之實例配置；包含圖 9之(a)及圖 9之(b)的圖 9示意性地繪示根據本
發明之另外實施例的混合式度量衡設備中之驅動雷射之共用；圖 10示意性地繪示根據本發明
之另外實施例的混合式度量衡設備中之驅動雷射之共用及混合式度量衡設備中之不同檢測設

備之同時操作；且圖 11為繪示使用由圖 1之混合式度量衡系統進行之量測來控制度量衡方法
及/或微影製造程序之效能之方法的流程圖。
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